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【はじめに】有機薄膜トランジスタ（TFT）は、軽量・薄型・柔軟といった特長を有し、省エネルギ

ーで低コスト化に有利な印刷プロセスを使ったデバイス作製が可能である。塗布型低分子半導体は高

移動度化に有利であり、さらに、低分子半導体と高分子材料を混合したインクを用いて成膜すること

で有機半導体層の成膜性を大きく改善できるため、電界効果移動度の向上につながることが報告され

ている。本研究では、高い電界効果移動度を有する新規塗布型低分子半導体(DTBDT-C6)[1]を用い、

絶縁性高分子材料との混合インクとすることで、トランジスタ特性のバラツキの低減とさらなる移動

度の向上について検討を行ったので報告する。 

【実験】作製したトップゲート・ボトムコンタクト型有機 TFTの構造と有機半導体の分子構造を Fig. 

1に示した。まず、DTBDT-C6と Polystylene（PS）を Tolueneに溶解させ低分子‐高分子混合系の有機

半導体インクを調整した。有機半導体インクは、DTBDT-C6濃度をトルエンに対して 1wt%に固定し、

PS 濃度をトルエンに対して 0～1wt%となるように調整した。ガラス基板上に下地層として Parylene

を 200nm形成した。S/D電極としてAuを 30nm真空蒸着した後、Au表面を PFBTで処理した。有機

半導体インクをディスペンサ装置により塗布した後、Gate絶縁膜として Paryleneを 400nm形成した。

最後にGate電極としてAlを 30nm真空蒸着した。 

【結果】Fig. 2に混合比（DTBDT-C6：PS）を変えた場合の各デバイスの伝達特性を示した。また、こ

の結果から得られる移動度と高分子濃度の関係を Fig. 3に示した。Fig. 2に示されるように、PSを混

合することでオン電流が増加した。移動度は PS濃度が 0.5wt%の時に最も向上し、最大移動度として 

3.2 cm
2
/Vsが得られた。また、Fig. 3から、PSを少量でも混合することで移動度のバラツキが低減す

ることがわかる。以上、特性バラつきを抑えつつDTBDT-C6単体のデバイスよりも良好なトランジス

タ特性を得ることができた。当日は有機半導体薄膜の構造解析についても報告する。 
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Fig. 1 Schematic structure 

of organic TFT. 

Fig. 2 Transfer characteristics 

of organic TFTs. 

Fig. 3 Average mobility as 

a function of PS concentration. 
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